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日 時 平成２０年５月１４日（水）１３：００～１６：３０ 
 
場 所 東京工業大学 百年記念館 ３階フェライト会議室（〒152-8550 目黒区大岡山 2-12-1， 

東急東横線にて自由が丘駅下車，東急大井町線へ乗換えて大岡山駅下車，ＪＲ京浜東北
線 大井町駅下車，東急大井線に乗換えて大岡山駅下車，詳しいアクセスは下記ＵＲＬを
ご参照下さい。 
http://www.titech.ac.jp/access-and-campusmap/j/o-okayama-campus-j.html ） 
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